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第 1 章では PN 接合を用いた発光体，受光体に関する研究の沿革と現状に触れ，未解決の点をあげ
その解明の重要性をのべる乙とによって本論文の目的と意義を明らかにしている。






第 3 章は受光体としての PN 接合と題し周波数特性の面から Si p-i-n フォトダイオードを効率
の面から GaAs-Si ヘテロ接合を，高利得，広帯域の面から Si アパランシユ・フォトダイオードを
とりあげ研究した結果を述べている。 Si p-i-n フォト・ダイオードについては周波数特性の理論
計算を行い，高周波応答をよくするには表面の P層厚みを非常に薄くする必要を見出している。




第 4 章は PN接合を用いた光電変換素子の工学的応用と題し従来まで固体化の困難であった変成器







た高性能の素子の開発をねらったもので幾多の重要な知見をえている。その 2 ， 3 をあげると GaAs
発光素子の高周波性能をキャリア寿命の点から明らかにし， Shockley-Read 式による解析を行った
こと，発光効率の正確な測定に成功し発光素子の最適構造を見出したこと，受光素子として GaAs ヘ
テロ接合， Si p-i-n ダイオード， Si アパランシュ・ダイオードなどの動作を物性論的に解明する
ことによって最適設計方針を確立したことなどである。
さらに以上の研究を綜合して開発された固体変成器は世界的にみても高い性能をもっている。
以上のべたように本論文は半導体工学，オプトエレクトロニックスの分野で基礎的にも実用的にも
重要な貢献をあたえるものであり博士論文として価値あるものと認める。
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